DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES II - DS I

O. Transistor nMOS - curvas
caracteristicas



MOSFET - regiao de canal
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I 7" Equagdes de corrente
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Equacoes de corrente (cont.)

2] = parametro de processo
=uC,, — W cs —V; ).V DS —VLD = pardmetro de projeto
L D 2 = [3 = ganho do transistor
Equacdo valida para : [Ves 2 Vs Equacao da regiao
0<V,, sV —V; de triodo
. d (i
Condicdo para corrente maxima: Ips_ L r ((VDS)) =
DS
dips) _ _ _
d(VDS) = uC ox_[( Vgs —V ) VDS] =0 U |Vps _(VGS _VT)
DS

Equacao da regiao

_ 2
Oiye = HCOXVI\_/ Ves ZVT) de saturagao Ve 2V,

Eqguacao valida para : \VDS >V, -V, >0



- CURVAS CARACTERISTICAS

Reglao de corte ou sublimiar
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- CURVAS CARACTERISTICAS

Reglao de corte ou sublimiar (cont.)

Exemplo:V; =1V
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S - CURVAS CARACTERISTICAS
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Grafico lys X Vg
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